ELEKTRONIKA AIR STUDIA NIESTACIONARNE

Cw. 1 Wprowadzenie do programu MultiSIM

1. Cel éwiczenia

Celem ¢wiczenia jest zapoznanie sie z programem MultiSIM stuzgcym
do symulacji dziatania uktadéw elektronicznych. Jednoczesnie zbadane
zostang podstawowe elementy elektroniczne.

2. Wymagane informacje

Podstawowe wielkosci elektryczne (natezenie pradu, napiecie, opor
elektryczny, pojemnosé), podstawowe bierne elementy elektroniczne
(rezystor, kondensator, potencjometr), prawo Ohma.

Znajomos¢ tych zagadnien jest warunkiem koniecznym do
przystgpienia i zrozumienia ¢wiczenia.

3. Wprowadzenie teoretyczne

Program MultiSIM jest symulatorem ukfaddéw elektronicznych. Pozwala
na zbadanie dziatania obwodu zbudowanego z wirtualnych elementéw bez
koniecznosci budowy rzeczywistego uktadu.

Program mozna uruchomi¢ poprzez dwukrotne klikniecie ikony
znajdujacej sie na pulpicie lub wybranie odpowiedniej pozycji z menu Start.

7

Rys.1. Wyglad ikony programu MultiSIM.

Rys.2 przedstawia wyglad gtdwnego okna programu MultiSIM. Gtéwna
plansza na oknie to pole, na ktéorym nalezy rysowaé¢ schemat uktadu.
Elementy potrzebne do konstrukcji uktadu mozna znalezé wybierajac
odpowiednie ikony w gérnej czesci okna lub wybierajac z menu Place->
Component i wyszukujac w odpowiedniej grupie elementéw.
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Rys.2. Gtéwne okno prdgramu MultiSIM.

Ponizej zebrane sg ikony najpotrzebniejszych elementéw lub grup
elementéw.
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4. Wykonanie ¢éwiczenia

4.1. Badanie rezystora

Celem pierwszej symulacji bedzie analiza charakterystyki pradowo-
napieciowej | = f(U) rezystora. Aby zbadac te zaleznos$¢ nalezy sporzadzic
odpowiedni schemat. Najpierw konieczne jest umieszczenie na schemacie
badanego rezystora (Rys.3). Mozna go znalez¢ w grupie elementéw biernych.
Po podwodjnym kliknieciu na symbol rezystora otworzy sie okno z jego
ustawieniami. Nalezy wybra¢ odpowiednig wartos¢ z tabeli (kazda grupa

inng).

Grupa | Wartos¢ [Q]
A 100
B 500
C 1k
D 5k
E 10k
... x

Label | Display Value ]Fault | Pins | User Fields |

—_— R Resistance (R): .0k x| Q

?R’I . | o Talerance: m =
1.0

kQ: Component Type:

Hyperlink: |

Additional SPICE Simulation Parameters

™ Temperature [TEMP]: ,7
™ Temperature Coefficient [TC1): ’—
™ Temperature Coefficient [TC2): ,7
[ Mominal Temperature [THOM): ,7

Lapaut Settings

Foatprint: Edit Footprint...
Manufacturer:

. Ok | Cancel | Infa | Help

Rys.3. Wstawienie rezystora.

Napiecie podawane na rezystor bedzie pochodzi¢ ze zZrddta napiecia
statego (DC). Nalezy ustawi¢ jego wartos¢ na 12 V (Rys.4).
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Rys.4. Wstawienie Zrédta napiecia.

Kolejnym krokiem jest dodanie do schematu potencjometru (Rys.5).

Jest to element stanowigcy regulowany dzielnik rezystancji. Za jego pomoca

ustawiane bedzie, jaka czes$¢ napiecia ze zrédfa napiecia podawana bedzie na

badany rezystor. Pozycje suwaka potencjometru mozna zmienia¢ za pomocq
myszy, badz wybranym klawiszem klawiatury.

Bl Potentiometer @

Label ] Display alue lFauIt ] Ping ] User Fields]

Resistance [R) 100k -| O
Key: m
Inciement: ,57 o

Component Type:

|
|
|
|
’ o | Hyperlink: |
B

Lapout Settings

Footprint; Edit Footprint...
Manufacturer:

. (] 8 | Cancel | Info | Help

Rys.5. Wstawienie potencjometru.

Ostatnim potrzebnym elementem jest zrdédio napiecia sterowane
napieciem (Rys.6.). Jest ono potrzebne aby zapewnic¢ izolacje pomiedzy
badanym rezystorem a pozostatg czescig ukfadu. Mozna je znalez¢ w menu
Place->Component w grupie Sources.
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Rys.6. Wstawienie Zrédta napiecia sterowanego napieciem.

Kompletny schemat zostat pokazany na Rys.7. Aby mozliwe byto
dokonanie pomiardéw konieczne jest jeszcze wstawienie dwoch miernikow
(multimetréw). Jeden z nich ma pracowac jako amperomierz (XMM1), drugi
jako woltomierz (XMM2).
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Rys.7. Schemat uktadu do badania rezystora.
W tym momencie nalezy uruchomi¢ symulacje. Zmieniajac wartosé

potencjometru z krokiem 5% nalezy odczytywac wartosci pradu i napiecia na
rezystorze. Nastepnie na ich podstawie nalezy wykresli¢ i umiescié
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w sprawozdaniu charakterystyke pradowo-napieciowg badanego elementu
| = f(U). Otrzymane wyniki nalezy poréwnac z wiadomosciami teoretycznymi.

4.2. Badanie kondensatora

W drugiej czesci ¢éwiczenia badanym elementem bedzie kondensator.
Podobnie jak w poprzednim punkcie nalezy zbudowa¢ schemat przedstawiony
na Rys.8. Wartos¢ rezystora powinna by¢ taka sama jak w poprzednim
punkcie. Wartos¢ kondensatora nalezy wybrac z tabeli (kazda grupa inny).

LA

Grupa | Wartos¢ [F]
A 4u
B 800n
C 400n
D 80n
E 40n
4 &
L o]
1 J1
Lw :\ 2 5

Key = Space

20kQ2
1%

c1
——=20nF

Rys.8. Schemat do badania kondensatora.

Nie uzywanym wczesniej elementem jest przetacznik (SPDT). Mozna go
znalez¢ w menu Place->Component w grupie Basic/Switch (Rys.9). Za jego
pomocg na ukifad rezystor-kondensator podawane bedzie wysokie lub niskie

napiecie.
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Rys.9. Wstawienie przetgcznika.

Tym razem wyniki beda obserwowane na oscyloskopie. Jest to
urzgdzenie umozliwiajgce ogladanie przebiegdw czasowych napieé. Posiada
on dwa kanaty: A iB. Nalezy do nich podpig¢ punkty ukfadu przed i za
rezystorem. W celu zwiekszenia czytelnosci przebiegdw mozliwa jest zmiana
koloru wykresu. W tym celu nalezy na wybranym kablu klikng¢ prawym
przyciskiem myszy i wybra¢ opcje Segment Color. (Rys.10)
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Rys.10. Wstawienie oscyloskopu i wybor koloru wyswietlania przebiegu.

W tej czesci ¢wiczenia nalezy uruchomié symulacje i zmieniajac pozycje
przetagcznika obserwowal zmiane napiecia na kondensatorze. Otrzymane
przebiegi czasowe nalezy przerysowac¢ lub zapisa¢ (np. PrintScreen). Na
podstawie zebranych wynikdw nalezy obliczy¢ stataq czasowg ukfadu
i poréwnac jg z wartoscig teoretyczng (Rys.11).

7 = RC 5]

Rys.11. Sposéb obliczenia statej czasowej.

Nastepnie nalezy zaobserwowac¢ ksztatt przebiegu pradu na
kondensatorze. W tym celu do wczesniejszego schematu nalezy dodac drugi
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oscyloskop mierzacy warto$¢ pradu na oporniku (z poprzedniej czesci
¢wiczenia, ze jest on proporcjonalny do napiecia na nim).
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Rys.12j Schemat uktadu do pomiaru prgdu ptyngcego w obwodzie z kondensatorem.

Dodatkowym zadaniem jest zbadanie dziatania kondensatora
w obwodzie prgdu zmiennego. W tym celu nalezy zmodyfikowaé wczesniejszy
schemat wg Rys.13. Uzyte zrédlo to zrdédlo napiecia sinusoidalnego
o czestotliwosci 50 Hz i amplitudzie 230 V napiecia skutecznego (325 V
napiecia miedzyszczytowego). Wartosci uzytych elementéw powinny byc¢
jednakowe jak w przypadku wczesniejszych obwoddw.
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Rys.13. Schemat do badania kondensatora w obwodzie prgdu zmiennego.
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5.

Opracowanie wynikow

W sprawozdaniu z ¢wiczenia powinny sie znalez¢:

schemat uktadu badajacego charakterystyke rezystora,

zebrana charakterystyka | = f(U) rezystora,

poréwnanie zebranej charakterystyki z wiadomosciami teoretycznymi,
schematy uktadow do badania kondensatora,

przebiegi oscyloskopu podczas badania kondensatoréw w obwodach
pradu statego i zmiennego,

wyznaczona stata czasowa ukfadu z kondensatorem, poréwnanie
z wartoscig teoretyczng,

whnioski.

Zawarcie tych elementéw w sprawozdaniu jest konieczne do jego zaliczenia
przez prowadzacego.

6.
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